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LSIの銅配線の更なる微細化に伴い、その信頼性の低

下が懸念されている。次世代の材料としてナノカーボンが

期待され、横配線にはグラフェン、配線ビアには CNT の

応用が検討されている。本研究では、市販品の束状の

SWCNT（SWCNT バンドル）に、低抵抗化を期待してド

ーピング処理を施し、処理有無での抵抗を評価するため、

ナノプローブを用いた四探針 I-V 測定を行った。 

１．概要（Abstract） 

 

【利用した主な装置】 
２．実験（Experimental） 

ナノプローバ(N‒6000SS) 
【実験方法】 

今回評価したサンプルは、SiO2上にSWCNTバンドル

を分散・固定化した基板を 2 枚用意し、内 1 枚にドーピン

グ処理を施したものである。 
この基板をナノプローバに入れて十分に脱ガスした後、

SEM観察で基板上に複数存在するバンドルの中から2,3
本を選定し、プローブを選定したバンドルにコンタクトして

四探針法による I-V 測定を行い、抵抗測定が可能かどう

か検討した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 (a) にプローブをあてたドーピングサンプルの平

面 SEM 像と各プローブの結線図を示す。測定に当たっ

ては、SEM 観察で、可能な限り同直径のバンドルを選定

し、プローブをコンタクトさせた。Fig. 1 (a) はバンドルに

電流を印加したもの、Fig. 1 (b) は未印加のものである。

電流を印加した場合に、電流を印加していない場合に比

較して、明るいコントラストが得られており、CNT バンドル

に電流が流れていること示している。このようにして CNT
バンドルへの電気的接触を確認し、CNTバンドルの電流-
電圧特性の測定ができた。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
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Fig. 1．Four point probe measurement of a CNT bundle by nano-probe（SEM） 

(a) Current impressing to CNT.  (b) Not current impressing to CNT. 

 


